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摘要(译)

薄膜晶体管器件及其制造方法和液晶显示装置技术领域本发明涉及在液
晶显示装置等的绝缘基板上形成的薄膜晶体管器件，其制造方法以及液
晶显示装置。在结构上，提供了在第一绝缘膜上形成负性光致抗蚀剂膜
以覆盖第一岛状半导体膜的步骤，形成抗蚀剂掩模，该抗蚀剂掩模在相
对于第一个的周边的内部区域中具有开口部分。岛状半导体膜通过从透
明基板的背面侧曝光/显影负性光致抗蚀剂膜，蚀刻抗蚀剂掩模的开口部
分中的第一绝缘膜，形成用于覆盖第一绝缘膜的第二绝缘膜和在其上形
成导电膜，并通过图案化导电膜形成第一栅电极和第二栅电极。
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